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(57)摘要

本发明公开了一种用于大电流电源模块键

合的焊接工艺，所述一种用于大电流电源模块键

合的焊接工艺包括：（a）芯片贴膜、划片；（b）芯片

粘片；（c）焊接；（d）塑封、固化；（e）激光打标；（f）

去溢胶、引脚镀锡；（g）切筋、整形；（h）测试、包

装、入库；所述（c）焊接工序中采用金属薄片将芯

片上的电极跟管脚连接起来，焊接后芯片上与金

属薄片上表面垂直高度≤0.5MM。本发明的有益

效果是：提高生产效率，降低成本，减少一次性投

入，通过回流焊固化，不会在芯片表面附加压力

及超声功率，对芯片表面不造成损伤，具有空间

优势和成本优势。
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1.一种用于大电流电源模块键合的焊接工艺，所述一种用于大电流电源模块键合的焊

接工艺包括：

（a）芯片贴膜、划片；

（b）芯片粘片；

（c）焊接；

（d）塑封、固化；

（e）激光打标；

（f）去溢胶、引脚镀锡；

（g）切筋、整形；

（h）测试、包装、入库；

其特征在于，所述（c）焊接工序中采用金属薄片将芯片上的电极跟管脚连接起来，焊接

后芯片上与金属薄片上表面垂直高度≤0.5MM。

2.根据权利要求1所述一种用于大电流电源模块键合的焊接工艺，其特征在于，所述

（c）焊接工序中采用的金属薄片为铜片，焊接使用高温焊膏来实现。

3.根据权利要求2所述一种用于大电流电源模块键合的焊接工艺，其特征在于，所述

（c）焊接工序采用回流焊实现。

4.根据权利要求1至3之一所述一种用于大电流电源模块键合的焊接工艺，其特征在

于，所述金属薄片的形状为矩形。

5.根据权利要求4所述一种用于大电流电源模块键合的焊接工艺，其特征在于,焊接后

芯片上与金属薄片上表面垂直高度为0.3mm至0.35mm。
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一种用于大电流电源模块键合的焊接工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及半导体封装领域，尤其涉及半导体封装技术中键合技术的一种用于大

电流电源模块键合的焊接工艺。

背景技术

[0002] 引线键合是当前最重要的微电子封装技术之一，目前90%以上的芯片均采用这种

技术进行封装。按照原理的不同，引线键合可以分为热压键合、超声键合和热压超声键合3 

种方式；根据键合点形状，又可分为球形键合和楔形键合；在电流电源模块中，最常见的互

连方法是引线键合法，电流电源模块的单芯片电流高达数十安培，目前业界通用的粗铝线

或铝带超声键合工艺，主要存在以下几方面缺陷：

1.效率低下，  成本高昂，设备一次性投入很大。  键合设备以市场上最通用、最成熟的

OE-7200  PLUS  为例，  单台售价25-30万美元（双头），按每颗芯片打两根20mils  铝线（电流

能力60A  左右）算，  每小时产出800—1000颗；

2.铝线键合工艺为超声波+压力键合，对芯片表面有很大的损伤隐患（弹坑），越粗的铝

线因为使用的参数越大，  引发芯片弹坑损伤的隐患越大，造成产品参数不良或可靠性失

效；

3.粗铝线键合，需产生一定的线弧高，占用很大封装空间，与功率器件散热形成矛盾，

热阻增加，同时线弧会产生一定量的寄生电感，影响器件的高频性能。

[0003] 针对上述技术缺陷，迫切需要一种更好键合工艺来解决上述技术问题。

发明内容

[0004] 为克服上述现有技术缺陷，本发明提供一种用于大电流电源模块键合的焊接工

艺。

[0005] 本发明所采用的具体技术方案为：

一种用于大电流电源模块键合的焊接工艺，所述一种用于大电流电源模块键合的焊接

工艺包括：

（a）芯片贴膜、划片；

（b）芯片粘片；

（c）焊接；

（d）塑封、固化；

（e）激光打标；

（f）去溢胶、引脚镀锡；

（g）切筋、整形；

（h）测试、包装、入库；

上述工艺工序中除工序（c）外，其他各工序均为现有常规工艺技术，所述（c）焊接工序

中采用金属薄片将芯片上的电极跟管脚连接起来，焊接后芯片上与金属薄片上表面垂直高
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度≤0.5MM，采用这种焊接方法，完成焊接后芯片上方的元件厚度仅为金属薄片的厚度和焊

膏厚度之和，对于超薄贴片器件封装及产品散热效果具有很大的空间优势和成本优势。

[0006] 作为本发明的进一步改进，所述（c）焊接工序中采用的金属薄片为铜片，焊接使用

高温焊膏来实现，铜片相对金银材质的导体成本相对较低，其具有良好的导电性，此外，常

见锡膏的熔点138°的低温焊膏和熔点为217°的高温焊膏，低温是锡铋组成，高温锡膏的合

金成分一般为锡、银、铜（简称SAC），在市场上很容易买到，高温焊膏的焊接性较好，坚硬牢

固，焊点少且光亮，高温焊膏相对于低温焊膏具有如下优点：

1.下锡性好，粘性变化极小，对低至0.3mm间距焊盘也能完成精确的焊接；

2.焊后数小时仍保持原来的形状、无坍塌，贴片元件不会产生偏移；

3.具有极佳的焊接性能，可在不同部位表现出适当的润湿性；

4.可适应不同档次焊接设备的要求，无需在充氮环境下完成焊接，在较宽的回流焊炉

温范围内仍可表现出良好的焊接性能；

5.高温锡膏焊接后残留物极少，无色且具有较高的绝缘阻抗，不会腐蚀pcb板，可达到

免清洗的要求；

6.具有较佳的ICT测试性能，不会产生误判；

7.锡银铜锡膏熔点相对较高，对炉子要求较高，但是锡银铜锡膏焊接效果很好，机械强

度高，松香残留物少，且为白色透明。高温锡膏印刷时，保湿性好，可获得稳定的印刷性，脱

模性极佳，在钢网上可连续印刷8小时，可焊性好，爬锡好，焊点饱满光亮。

[0007] 作为本发明的又一改进，所述（c）焊接工序采用回流焊实现，回流焊是指在焊接设

备的内部有一个加热电路，将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路

板，让元件两侧的焊料融化后与主板粘结，这种工艺的优势是温度易于控制，焊接过程中还

能避免氧化，制造成本也更容易控制，本改进中焊接工艺采用铜片通过高温焊膏与芯片电

极连接再通过回流焊固化，不在芯片表面附加压力及超声功率，对芯片表面不造成任何损

伤。

[0008] 优选的，所述金属薄片的形状为矩形。

[0009] 优选的，焊接后芯片上与金属薄片上表面垂直高度为0.3mm至0.35mm。

[0010] 本发明的积极效果是：提高生产效率，降低成本，  减少一次性投入，铜片焊接工艺

采用铜片通过高温焊膏与芯片电极连接再通过回流焊固化，不在芯片表面附加压力及超声

功率，  对芯片表面不造成任何损伤，铜片焊接工艺对于超薄贴片器件封装及产品散热效果

具有很大的空间优势和成本优势。

附图说明

[0011] 图1是本发明一种用于大电流电源模块键合的焊接工艺所应用产品的正视图；

图2是本发明一种用于大电流电源模块键合的焊接工艺所应用产品的俯视图；

图例说明：1—管脚，2—金属薄片，3—高温焊膏，4—芯片，5—软焊料，6—载片区，7—

垂直高度。

[0012]

具体实施方式
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[0013] 下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述：

具体实施例一：

一种用于大电流电源模块键合的焊接工艺，所述一种用于大电流电源模块键合的焊接

工艺包括：

（a）芯片贴膜、划片：将原片切割成单个分离的芯片4，所用设备日本DISCO划片机；

（b）芯片粘片：自动粘片机，芯片4和引线框架载片区6的通过软焊料5连接在一起，操作

过程需有氮氢气体保护，避免高温下材料氧化；

（c）焊接:将厚度为0.35mm铜片即金属薄片2通过高温焊膏3与芯片4电极和管脚1连接

再通过回流焊固化，采用设备台式回流焊炉，焊后芯片4上表面与金属薄片2上表面垂直高

度7为0.5mm；

（d）塑封、固化；

（e）激光打标；

（f）去溢胶、引脚镀锡；

（g）切筋、整形；

（h）测试、包装、入库；

具体实施例二：

一种用于大电流电源模块键合的焊接工艺，所述一种用于大电流电源模块键合的焊接

工艺包括：

（a）芯片贴膜、划片：将原片切割成单个分离的芯片4，所用设备日本DISCO划片机；

（b）芯片粘片：自动粘片机，芯片4和引线框架载片区6的通过软焊料5连接在一起，操作

过程需有氮氢气体保护，避免高温下材料氧化；

（c）焊接:将厚度为0.2mm矩形铜片即金属薄片2通过高温焊膏3与芯片4电极和管脚1连

接再通过回流焊固化，采用设备台式回流焊炉，焊后后芯片4上与金属薄片2上表面垂直高

度7为0.35MM；

（d）塑封、固化；

（e）激光打标；

（f）去溢胶、引脚镀锡；

（g）切筋、整形；

（h）测试、包装、入库；

上述实施例对本发明做了详细说明。当然，上述说明并非对本发明的限制，本发明也不

仅限于上述例子，相关技术人员在本发明的实质范围内所作出的变化、改型、添加或减少、

替换，也属于本发明的保护范围。
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图1

图2
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